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Rezonans alaglt diéda

Vizsgaljuk az alabbi dbran lathatd rétegstruktira viselkedését az
elektrontranszport szempontjabél!
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o Adalékolt GaAs kontaktusok kdzdtt a jobb oldali potencialstuktarat
alakitjuk ki a kontaktusok vezetési elektronjai szamara.

o Ly, L, méretek biztositjak az elektronok iitkdzésmentes mozgasat,
vagyis lényegesen kisebbek, mint az elektronok atlagos szabad
Gtkossza ezekben a rétegekben.



o A kozbiilsé (nem adalékolt) GaAs rétegben (kvantumarok) az
elektronok csak diszkrét energidkkal 4 fordulhatnak eld.

o A kontaktusokbél a kvantumarokba csak alagut-effektussal juthatnak
at elektronok, de csak azok, melyek energidja egyezik a kvantumarok
valamelyik diszkrét energiaszintjével. llyenek pedig nincsenek.

o Neézziik mi torténik, ha a kontaktusok kdzé ®g fesziiltséget
kapcsolunk!
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o A kiilsd fesziiltség hatasara a kontaktusokban a vezetési sav aljai, és a
Fermi-szintek is eltolédnak az elektromos potencialis energia hatésara.

o Valaszthat6 olyan ®g fesziiltség, hogy a kontaktusban lesznek olyan
vezetési elektronok, amelyek energidja megegyezik a kvantumarok
valamelyik energiaszintjével, igy ezek alagit-effektus révén atjuthatnak
a rétegstruktaran. llyenkor rezonans alagut-vezetésrdl beszéliink.
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o A P fesziiltséget tovabb ndvelve elérhetjiik, hogy a kontaktusbeli
elektronok energiaji az eldbbi, kvantumarokbeli rezonanciaszint félé
keriilnek, és a rezonans alagut-vezetés leall.

o A rétegstruktiira zarva lesz az elektronok szdmara mindaddig, amig a
kiilsd fesziiltség ®q értéke olyan értékii nem lesz, hogy a rezonans
alagit-vezetés egy magasabb kvantumarokbeli energianivén djra be
nem indul!

Lathatd, hogy egy ilyen rétegstruktira gyakorlatilag diédaként viselkedik!
Bizonyos kiilsd fesziiltségértékek mellett vezet, mig az ezektd| eltérd
fesziiltségek mellett nem.



Egy diéda dinamikus ellenallasa alatt a kdvetkezd mennyiséget értjiik az
elektronikaban:
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o Lathatd, hogy rezonans alagit-diéda V-A karakterisztikajanak vannak
olyan tartoméanyai, ahol a diéda dinamikus ellenéllasa negativ!
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Rezonans alaglt-diéda, mint mikrohullama generator

Tekintsiik a kdvetkezd aramkort egy Ry dinamikus ellenallasi rezonans
alagtt-diédaval:
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Az aramkdr impedancija:

Z(w) = Ry — i{wL - wlc}

Az aramkor rezonanciafrekvencigja a Z(wg) = 0. feltétellel definialt.
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Az aramkdr csillapitasi tényezdje pedig:
R
= —Im(wy) = —
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o Ha B > 0, akkor az aramkor taplalas nélkiil, csak egyszer feltsltott
kondenzatorral, csillapitott rezgéssel lecseng.

o Mi torténik, ha B < 07 A kiilsd gerjesztés nélkiili, de egyszer feltoltott
kondenzatorral miikodd aramkor nem csillapodik, hanem gerjed, azaz
oszcillatorként viselkedik!

@ Mivel egy rezonéans alagit-diéda dinamikus ellenallasa lehet negativ is,
igy a fenti aramkor beallithatd, csillapitas nélkiili oszcillatornak. Az
ilyen izemmédban miikddd dramkdr mikrohullami generatorként
viselkedik!
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K6sz6nom a figyelmet!
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